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Abstract (en)
In order to illuminate uniformly a linear object, a likewise linear electron source is advantageously constructed in the plane of the object. Since
known LaB6 blade-shaped emitters can be adjusted within the beam generator only with great difficulty and have an unfavourable electron-optical
characteristic, it is proposed to use a thin LaB6 crystal plate (KP) as an electron emitter and to clamp it between two graphite cubes (G, G'), used as
heating elements. Together with the side side surface (EF) of the crystal plate (KR), these form a flat equipotential surface from which the electrons
emerge into the vacuum. <IMAGE>

Abstract (de)
Zur gleichméBigen Ausleuchtung eines linienférmigen Objekts wird vorteilhafterweise eine ebenfalls linienférmige Elektronenquelle in die
Objektebene abgebildet. Da bekannte LaB6-Schneidenemitter nur sehr schwer innerhalb des Strahlerzeugers zu Justieren sind bzw. ein ungiinstiges
elektronenoptisches Verhalten aufweisen, wird vorgeschlagen, ein diinnes LaB6-Kristallplatichen (KP) als Elektronenemitter zu verwenden
und zwischen zwei als Heizelemente dienenden Graphitwirfeln (G, G') einzuspannen. Diese bilden zusammen mit einer Seitenflache (EF) des
Kristallplattchens (KR) eine ebene Aquipotentialflache, aus der die Elektronen ins Vakuum austreten.
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